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※概要（Summary ）： 

SOI ウエハを用いて作成した可動構造体には，加工

プロセスに起因する強度のばらつきがある。単結晶シ

リコンの疲労強度を評価する疲労強度評価デバイス

を作成するにあたり，強度のばらつきが小さな加工条

件（エッチングマスク転写プロセス，深堀プロセス）

を選定するため，引張強度評価デバイスを試作し，加

工条件の最適化を図った。 
 
※実験（Experimental）： 
マスクレス露光装置によるエッチングマスク転写

条件，および，深堀エッチャー（住友精密工業）での

加工条件をパラメータとし，梁幅 10μm，梁厚 30μm，

梁長さ 200μm(直線部長さ：70m)の試験片を SOI ウ

エハの活性層に作り込んだ引張強度評価デバイスを

作成し，強度のばらつきを評価した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
※結果と考察（Results and Discussion）： 
深堀エッチャーの加工条件に関しては，ノッチフリ

ー条件で実施する限りにおいて，いずれの条件で加工

しても引張強度に優位差はなかった。それに対して，

エッチングマスクの転写条件により，深堀エッチャー

でのエッチング方向にマスク端部から筋状の加工面

荒れが発生し，強度がばらついた。これは，エッチン

グマスク端部の形状を反映していると考えられ，最適

化を図ることで，安定した引張強度を得られる条件を確

認した。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※その他・特記事項（Others）： 
SOI：Silicon On Insulator 
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図１．試験片形状 
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 (a) 最適化前     (b) 最適化後 
図２．側壁面荒れへのホトリソの影響 
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